Szymon POLEGAJ?, Mateusz WOJCIK?, Aleksander NOWAK?, Mikotaj GORNY?,
Joanna PISARCZYK?, Sylwia HAJDASZ', Pawet SZCZESNIAK!

Uniwersytet Zielonogorski, Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki (1)
Uniwersytet Zielonogorski, Studenckie Koto Naukowe SEP Uniwersytetu Zielonogoérskiego, SEP Odziat Zielonogorski (2)

Mikrouszkodzenia wysokotemperaturowych tasm
nadprzewodnikowych drugiej generacji

Streszczenie. Rozw¢j technologii nadprzewodnikowych opartych na wykorzystaniu wysokotemperaturowych tasm
nadprzewodnikowych drugiej generacji o budowie wielowarstwowej, spowodowat wzrost zapotrzebowania na komponenty
nadprzewodnikowe wysokiej jakoSci. W artykule przedstawione zostang wyniki badan mikrostrukturalnych tasm
nadprzewodnikowych HTS przedstawiajgcych ich budowe oraz zarejestrowane mikrouszkodzenia i deformacje.

Stowa kluczowe: wysokotemperaturowe tasmy nadprzewodnikowe drugiej generacji
Badania mikrostrukturalne wysokotemperaturowych tasm nadprzewodnikowych

Wraz z rozwojem technologii nadprzewodnikowych pojawito sie zapotrzebowanie na wysokiej jakosci
przewody nadprzewodnikowe. Produkowane obecnie tasmy HTS (ang. high temperature supercondactor)
wykonywane sg w technologii wielowarstwowej, w ktérej nadprzewodnik naktada sie na podioze ze stali
nierdzewnej (Hastelloy) a nastepnie tasme pokrywa sie z obu stron warstwami srebra) [1]. Dodatkowo tasmy
mogg by¢ stabilizowane poprzez dodanie dodatkowych warstw miedzi).

Tasmy ze Tasmy bez
stabilizatorem CU stabilizatora

gérna warstwa srebra o grubosci 2-4 um

warstwa nadprzewodnika YBCO o grubosci 1 um

warstwy buforowe ~ 0,2 um

warstwa Hastelloy o grubosci 50-100 um

dolna warstwa srebra ~ 2 um

stabilizator Cu

Rys. 1. Budowa warstwowa tasm HTS drugiej generac;ji firmy SuperPower

Tasmy nadprzewodnikowe mogg roézni¢ sie budowg, parametrami i przeznaczeniem, co wynika nie tylko z
uzytego nadprzewodnika oraz jego modyfikacji poprzez domieszkowanie, ale takze grubosci poszczegolnych
warstw. Szeroko prowadzone sg badania tasm HTS dotyczgce parametréw elektrycznych i cieplnych oraz ocena
defektow i uszkodzen powstatych w wyniku uzytkowania tasm w urzadzeniach nadprzewodnikowych [2].
Przeprowadzone badania mikrostrukturalne wskazujg na mozliwos¢ wystepowania w tasmach mikrodefektow,
ktére moga wptywaé na parametry tasm oraz ich zachowanie w trakcie uzytkowania. W artykule zostang
zaprezentowane wyniki badan mikrostrukturalnych.

Whnioski
Wyniki badan pozwolg na okreslenie rodzaju mikrodefektéw i miejsc ich wystepowania oraz wskazane mozliwe
przyczyny ich powstawania.

Niniejsze badania zostaly sfinansowane w catosci przez Narodowe Centrum Nauki, nr grantu
UMO-2024/53/B/ST8/01632
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